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¼ ¡ ö æì Í L D D B © ü Ï © Ô ô í Ì Í ø ®

Ð Ì Ç ¯ ­ ¡ û ¥ æ Ý Ì º ­ ² Ð UB/ ID) ¯ º ¯ ­

¦ ª ¸ ½ Í Ì Ù . © â ­ ø ® Ð Ì Â Ö ¾ ø ® Ç

Ð Ì ¡ Ø ç Ï ç , 1÷ ú ­ · ø ® ø ¤ º Ã ë Ï ö

Ê º æì Ì Ù . æ Ý Ì Â ¸ ² º V m =2.OV Ï § ,

V Ä =1.O~ 12 V Î Ù ¡ ­ Ö ë ª Ã ª ¸ » ú ¸ ç , Ã

° ¹ Ì Ç » ë Ñ æâ Ð ® ÷ ø ¡ ­ V Ds=2.OV ,

V Gs=1.OV Ç ¶ Ç ¸ Î Ã ° ¹ Ì Ç Ï ´ Ù . Ô ô í Ì ¦

õ ¡ Ã ³ æì , æÝ Ì Â ­ ² ¯ º Ì L DD Ò ¡ Ç æ

ì Í Å Ç Ù ¢ Ñ ª » ª ¸ ½ Ù . Ì Â ¤ Î µ ª ú

¢ ÷ Â Ò Àº (å ¹ Î ) ¢ Õ Ç í Ì ¡ ó ë û ¸ Î Û

Æ® ­ æÝ Ì Â ­ ² ¯ º Ì â ó Ç Â Í ¸ Î ¼ ö

Ö Ù . Õ Ç á ú Î Î Í L D D ¸ ¶ ¦ ç ë Ï ö Ê í
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D IB L ï » ¸ Î Í Ì Ù . © â ­ D IBL ª º
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